
U 6548 DC 20 - U 6548 DC 35 Vorläufige S 
technische Daten 

Schneller Statischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahl- 
freiem Zugriff (SRAM) 
— Speicherkapazität 4096 Bit 
— Organisation 1K X 4 Bit 
— Zugriffszeit/Zykluszeit 20 ns/30 ns (U 6548 DC 20) Grundtyp 

35 ns/50 ns (U 6548 DC 35) Anfalltyp 
— Betriebsspannung 5V + 10 % 
— geringer Ruhestrom 
— gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausgänge 
— Tristate-Ausgangsstufen 
— Ein- und Ausgänge für den Typ U 6548 DC 35 TTL-kompatibel 
— Adressenzwischenspeicherung 
— Datenerhalt bis Ucc =2 V 
— CMOS Silizium Gate Technologie 
— pinkompatibel zum U 224 

— 
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WE Lese-/Schreibsteuerung 
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Ucc Betriebsspannung 

Uss Masse
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Grenzwerte alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen 

min MaxX 

Spannungen an allen Pins UsR 0,5 7 V 

Verlustleistung P, 0,5 W 
Lagertemperatur Datg 55 125 °C 

Statische Betriebsbedingungen DC 20 DC 35 

min ınax min max 

Betriebsspannung Ucc 4,5 5,5 4,5 5,5 V 

Schlafspannung Uccs 2 2 V 

L-Eingangsspannung‘) UL —0,3 0,8 —0,3 0,8 V 

H-Eingangsspannung Uıy Ucc-2 Ucc*!0,5 2,2 Urc+0,5 V 

Umgebungstemperatur 94 0 70 0 70 SC 

' Eine einmalige Unterschreitung bis —2 V für die Dauer von 10 ns inner- 
halb der Zykluszeit ist zulässig



Dynamische Betriebsbedingungen 
U 6548 DC 20 U 6548 DC 35 

t?lmpulsdouer 
negativ TCLCH 20 35 ns 

positiv TCHEL 10 15 ns 

Adreßvorhaltezeit Tavcı 5 10 ns 

Adreßhaltezeit TCLAX 5 10 ns 

WE- 
Impulsdauer TWLWH 20 35 ns 

Impulsvorhaltezeit TWLCH 20 35 ns 

Impulshaltezeit TCLWH 20 35 ns 

Datenvorhaltezeit TDvwH 20 35 ns 

Datenhaltezeit TWHDZ ( O ns 

Schreib-Lese-Abstand TWHCL 9 O ns 

VLfie-$chreib-Abstond TovwL 0 0 ns 

WE-Datenverzögerungszeit TWLDV 0 O0 ns 

W£-Vorhalt TWLCL D 0 ns 

WE-Nachlauf TCHWH 0 O0 ns 

Zykiuszeit TeLCL 30 50 ns 

U 6548 

Kennwerte DC 20 DC 35 

min max min Max 

Stromaufnahrne Icco 20 20 MmaA‘°) 

Ruhestrom IccRr 50 50 RHA3} 

Schlafstrom Iccs 10 10 HA* 

Eingangsleckstrom UL 1 1 A 

L-Ausgangsspannung UoL 0,4 0,4 V) 
H-Ausgangsspannung UOR 2,4 2,4 V°) 

CS-Zugriffszeit TCLDV 20 35 ns’) 

Verzögerungszeit 

CSI-) Ausgang hochohmig TcHGz 9 10 0 15 ns) 

WE —> Ausgang hochahmig TwiLoz ©9 10 ( 15 ns®) 

Eingangskapazität C 5 5 pF) 

) Ucc = 5,0V, f . 10 MHz, für CS: UIL + Uss, Yıy — Vcc 
) Ucc = 5,5V, UIL - Ussi UIy = Vcc 

) Ucc = 3V, UIL - Uss Yıy - Vcc 

} Uecc = 45 V, IgL = 8 mA 
“) Ucc= 4,5V, IO9H = -4 mA 

) Ucc = 4,5V, UL = 0,8V 

) Ucc =5V, UıL =Uss Yıy - Vcc 
) Uec — Uss:= 0, f = 1 MHz 


